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Die vorliegende Ubersicht enthdlt in gedréngter Form die wichtigsten Grenz- und Kenn-

daten der in der DDR gefertigten Halbleiterbauelemente.

Dem Anwender soll durch diese Ubersicht die Auswahl der jeweils in Frage kommenden
Typen erleichtert werden. Bauelemente, die nur noch fiir Ersatzzwecke vorgesehen sind,
wurden in diese Ubersicht nicht aufgenommen. Wir weisen darauf hin, daB wir uns Ande-

rungen, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten.

Spezielle Anfragen und Bestellungen sind an das jeweilige Herstellerwerk zu richten.

This survey contains a summary of the most important quantities and characteristic data

of the semiconductor components made in the GDR.

This survey is to facilitate the selection of the types that come to the question for the
user. Semiconductors, which only to be used for replacement applications were not ac-
quired into this survey. We would like to point out that we reserve the right to make

modifications due to technological advance.

Please address inquiries and orders to the manufacturer.

Halbleiterbauelemente-Industrie der Deutschen Demokratischen Republik

Semiconductor component industry of the German Democratic Republic




Typenverzeichnis Type list

Typ Her- Seite D195 C AMD 10 SAY 17 WF 28 SY 171 GWS 30
steller D 200 C HFO 12 SAY 18 WF 28 SY 180 GWS 30
D 201 C HFO 12 SAY 20 WF 28 SY 180/AGWS 31
S D 204 C HFO 12 SAY 30 RWM 28 SY 200 GWS 30
D 210 C HFO 12 SAY 32 RWM 28 SY 201 GWS 30
D 220 C HFO 12 SAY 40 RWM 28 SY 202 GWS 30
A 109 C HFO 16 D 230 C HFO 12 SAY 42 RWM 28 SY 203 GWS 30
A 109 D HFO 16 D 240 C HFO 12 SAZ 12 WF 34 SY 204 GWS 30
A 110 C HFO 16 D 251 C HFO 12 SAZ 13 WF 34 SY 205 GWS 30
A 110 D HFO 16 D 254 C HFO 12 SAZ 54 WF 34 SY 206 GWS 30
OA25D HFO 18 D 274 C HFO 12 SAZ 61 WF 34 SY 207 GWS 30
O A 205 K HFO 18 D 491 D RWN 12 SAZ 71 WF 34 SY 208 GWS 30
OA211D HFO 18 D492 D RWN 12 X SC 206 RWN 24 SY 210 GWS 30
OA20D HFO 18 E 100 C HFO . 8 X SC 207 RWN 24 X SY 250 GWS 31
OA230D HFO 22 E103C HFO 8 SC 236 RWN 24 SY 320 GWS 30
OA240D HFO 20 E110C HFO 8 SC 237 RWN 24 SZ 600 GWS 33
OA250D HFO 20 E 120 C HFO 8 SC 238 RWN 24 X SZX 18/D WF 32
OA270D HFO 22 E 126 C HFO 8 SC 239 RWN 24 X SZX 19/D WF 32
OA281 D HFO 20 E130C HFO 8 X SF 121 HFO 24 SZX 21 WF 32
OA205D HFO 22 E 140 C HFO 8 X SF 122 HFO 24 SZY 20 WF 3
OA301 D HFO 16 OFE 147 C AMD 10 X SF 123 HFO 24 SZY 21 WF 33
B 109 C HFO 16 E 150 C HFO 8 SF 126 HFO 24 SZY 22 WF 33
B 109 D HFO 16 E 151 C HFO 8 SF 127 HFO 24 SZY 23 WF 33
B 110 C HFO 16 E 153 C HFO 8 SF 128 HFO 24 U101 D FWE 14
B 110 D HFO 16 E 154 C HFO 8 SF 120 HFO 24 U102 D FWE 14
D 100 C HFO 8 E 160 C HFO 8 X SF 131 HFO 24 U 103D FWE 14
D100 D HFO 8 E172C HFO 8 X SF 132 HFO 24 U104 D FWE 14
D 103 C HFO 8 OE 174 C HFO 8 SF 136 HFO 24 U 105D FWE 14
D 103D HFO 8 OE 191 C AMD 10 SF 137 HFO 24 U106 D FWE 14
D110 C HFO 8 OE 192C AMD 10 SF 150 HFO 24 U107 D FWE 14
D 110D HFO 8 OE 193C AMD 10 SF 215 RWN 24 U108 D FWE 14
D120 C HFO 8 X GD 160 RWN 27 SF 216 RWN 24 OU 109D FWE 14
D120 D HFO 8 X GD 170 RWN 27 SF 225 RWN 24 OU 112D FWE 14
D122 C AMD 10 X GD 175 RWN 27 SF 235 RWN 24 OU 120D FWE 14
D126 C HFO 8 X GD 180 RWN 27 SF 240 RWN 24 OU 121 D FWE 14
D126 D HFO 8 X GD 240 RWN 27 SF 245 RWN 24 OU 122D FWE 14
D130 C HFO 8 X GD 241 RWN 27 SM 103 FWE 26 U311 D FWE 14
D130 D HFO 8 X GD 242 RWN 27 SM 104 FWE 26 U352D FWE 14
D 140 C HFO 8 X GD 243 RWN 27 SMY 50 FWE 26 U700 D FWE 22
D140 D HFO 8 X GD 244 RWN 27 SMY 51 FWE 26 ova 110 WF 38
D 146 C AMD 10 GF 145 RWN 27 SMY 52 FWE 26 vVQ 135 WF 38
D 147 C AMD 10 GF 147 RWN 27 SP 101 WF 36 OVQA 12 WF 38
D150 C HFO 8 O MB 101 WF 36 SP 102 WF 36 OVQB 71 WF 38
D150 D HFO 8 SA 403 FWE 28 SP 103 WF 36 O VQB 71/A WF 38
D151 C HFO 8 SA 412 FWE 29 O SP 201 WF 36 OVQB 73 WF 38
D151 D HFO 8 SA 418 FWE 28 SS 106 HFO 25
D153 C HFO 8 SA 418/1 FWE 28 SS 108 HFO 25 Siiiom.  GWG
D153 D HFO 8 SAL 41 FWE 28 SS 109 HFO 25 ool acs
D 154 C HFO 8 SAL 43 FWE 28 SS 200 RWN 25 i .
D154 D HFO 8 SAL 45 FWE 28 SS 201 RWN 25 glelcaricater
D 160 C HFO 8 SAM 42 FWE 28 SS 202 RWN 25 Selen-  GWG
D160 D HFO 8 SAM 43 FWE 28 SS 216 RWN 25 gleich-
D172 C HFO 8 SAM 44 FWE 28 SS 218 RWN 25 richter 40... 44
D172 D FWE 8 SAM 45 FWE 28 SS 219 RWN 25
D174 C HFO '8 SAM 62 RWR 28 SSY 20 HFO 25 il e
iicon
OD 174D HFO 8 SAM 63 FWE 28 ST 103 WF 35 PR
D181 C AMD 10 SAM 64 RWR 28 O ST 108 GWS 35 et Trae %
D191 C AMD 10 SAM 65 FWE 28 X ST 111 GWS 35
D 192 C AMD 10 SAY 12 WF 28 X ST 121 GWS 35 Selenium GWG
D 193C AMD 10 SAY 16 WF 28 SY 170 GWS 30 retifiers 10.. .44




Hersteller-Verzeichnis Producer list

HFO Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) Stammbetrieb

GWG  VEB Gleichrichterwerk GroBréaschen
Betrieb im Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

GWS VEB Gleichrichterwerk Stahnsdorf
Betrieb im Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

RWN  VEB Réhrenwerk ,,Anna Seghers” Neuhaus
Betrieb im Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

FWE Kombinat VEB Funkwerk Erfurt

RWM  VEB Réhrenwerk Miihlhausen
Betrieb im Kombinat VEB Funkwerk Erfurt

RWR VEB Réhrenwerk Rudolstadt
Betrieb im Kombinat VEB Funkwerk Erfurt

WF VEB Werk fiir Fernsehelektronik

AMD Arbeitsstelle fiir Molekularelektronik Dresden

X Nicht fiir Neuentwicklungen
O In Entwicklung

X Not for new developments
O Under development




Kurzzeichen

A
aaM

b
Buideo
BT/TT
Cec

Ce
Cass
Cio

fmax

lcso

lces

lcev

IFM

-~
ler

~
IFS

loN

wirksame Fléche
AM-Unterdriickung
Breite

Videobandbreite
Bildtréger/Tontrégerverhdltnis
Gehdusekapazitat
Eingangskapazitat
Eingangskapazitat
Isolationskapazitat
Sperrschichtkapazitat
Lastkapazitat
Gesamtkapazitat
Gleichtaktunterdriickung
Abstand, lichte Weite
Bolzendurchmesser
Beleuchtungsstdrke
Rauschfaktor

Frequenz

Frequenzabweichung,
Modulationshub

Modulationsfrequenz
maximale Einsatzfrequenz
Glitegrenzfrequenz
Transitfrequenz
Leistungsverstarkung

HF-Leistungsverstdrkung
in Basisschaltung

Hohe
Gleichstromverstérkung

KurzschluBstromverstarkung
in Emitterschaltung

Basisstrom
Kollektorstrom

Kollektorreststrom bei
offenem Emitter

Kollektor-Emitter-Reststrom
Kollektorreststrom bei in

Sperrichtung vorgespannter
Emitterdiode

High-Kollektorstrom
Low-Kollektorstrom
Drainstrom

Blockierstrom
Drainspitzenstrom
Strahlstérke

FluBstrom, FluBgleichstrom

Dauergrenzstrom

Effektiver DurchlaBstrom
ScheiteldurchlaBstrom

NenndurchlaBstrom
Nenngleichstrom

Periodischer Spitzenstrom
Nichtperiodischer Spitzenstrom
DurchlaBgleichstrom

Nenngleichstrom

ne

Now
Not
PIn

-~
Prs

P!O[
Pv
Po

Ree
Rbs
Re
Rg

Ru
Rs

Rthja
R(hjc
Ro
e

R

Zindstrom

Haltestrom

Eingangsstrom
Eingangsbasisstrom
Eingangsoffsetstrom
Laststrom

Sperrstrom

Sperrstrom (Momentanwert)
Betriebsstrom

Stromaufnahme des unbela-
steten Schaltkreises

DurchlaBstrom

Dauergrenzstrom

Effektiver DurchlaBstrom
Periodischer Spitzenstrom
Z-Strom

Stabilitdt des Z-Stromes
Ausgangsstrom
Richtstrom
High-Ausgangsstrom
Low-Ausgangsstrom

Scheitelwert des
Ausgangsstromes

innere Verbindung
Kiihlflache

Klirrfaktor

Lédnge

Leuchtdichte
Serieninduktivitat
Plattenzahl

Bolzenzahl
Ausgangslastfaktor
High-Ausgangslastfaktor
Low-Ausgangslastfaktor
HF-Eingangsleistung
Nichtperiodische Sperrverlust-
leistung

Totale Verlustleistung
Eigenleistungsaufnahme
Ausgangsleistung
RastermaB
Basis-Emitter-Widerstand
Drain-Source-Widerstand
Eingangswiderstand
Generatorwiderstand
Isolationswiderstand

Lastwiderstand
Serienwiderstand in der
Versorgungsleitung

Gesamtwarmewiderstand
Innerer Warmewiderstand
Ausgangswiderstand
DurchlaBwiderstand

Sperrwiderstand

rz

SVR

DHL
toun
tr

thold

tIHL

tott

tsetup
ty

TK
TKuz

UCEsut

Ucev

Ueso

Ucs
Uas

Z-Widerstand
Empfindlichkeit
Betriebsspannungs-
unterdriickung
Einschaltverzégerungszeit
Ausschaltverzégerungszeit
Abfallzeit

Zindzeit

Haltezeit

Anstiegszeit des
Fernsteuerimpulses

Ausschaltzeit
Einschaltzeit
Taktimpulsbreite
Freiwerdezeit
Anstiegszeit
Sperrerholungszeit
Speicherzeit
Voreinstellzeit
Lebensdauer
Temperaturkoeffizient

Temperaturkoeffizient
der Z-Spannung

NennanschluBspannung
Basis-Emitter-Spannung
Durchbruchspannung
Kollektor-Basis-Spannung

Kollektorsperrspannung
bei offenem Emitter

Kollektorspannung
Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Emitter-Sperr-
spannung bei offener Basis
Kollektor-Emitter-Sperr-
spannung bei endlichem
Basis-Emitter-Widerstand
Kollektor-Emitter-Sattigungs-
spannung
Kollektor-Emitter-Sperrspan-
nung bei in Sperrichtung vor-
gespannter Emitterdiode
Blockierspannung
Drain-Bulk-Spannung
Ton-ZF-Ausgangsspannung
Drain-Gate-Spannung

Periodische Spitzen-
blockierspannung

Drain-Source-Spannung

Nichtperiodische Spitzen-
blockierspannung

Scheitelblockierspannung
Emitterspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
DurchlaBgleichspannung
Gate-Bulk-Spannung

Gate-Source-Spannung




Kurzzeichen

Uet
Unr
Ui

Ui
Uio
Uimax
Uimin
UiReg
Uir

Uio

Ziindspannung
HF-Spannung
Eingangsspannung, Gleich-
takteingangsspannung
Eingangsspannung
Differenzeingangsspannung
Maximale Eingangsspannung
Minimale Eingangsspannung
Regeleinsatzspannung
Eingangsspannung fur
Begrenzungseinsatz
Eingangsoffsetspannung
NF-Ausgangsspannung
NF-Abregelung

Sperrspannung,
Sperrgleichspannung

UrmM
Urr

Scheitelsperrspannung

Periodische Spitzen-
sperrspannung
Nichtperiodische

Spitzensperrspannung

Scheitelsperrspannung
Betriebssperrspannung
Source-Bulk-Spannung
Schwellspannung
Z-Spannung

Stabilitdt der Z-Spannung
Ausgangsspannung
High-Ausgangsspannung
Low-Ausgangsspannung
Ubersteuerung

Vy

AVy
AV ze

190
19(:
Ug
Dseq
49

A

iy!

Spannungsverstdrkung
geschlossene Spannungs-
verstdrkung
Verstarkungsregelbereich
Regelumfang der
ZF-Verstarkung

Steilheit
Umgebungstemperatur
Gehdusetemperatur
Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperatur
Temperaturdifferenz
Emissionswellenlénge
Wellenlédnge maximaler
Emission

Spektrale Halbwertsbreite




Symbols used

A effective area
aaM rejection of AM
b width

Buideo video bandwidth

BT/TT picture carrier to
sound carrier ratio

Cc casing capacitance

Ce input capacitance

Coss input capacitance

Cio insulation capacitance

Cj junction capacitance

CL load capacitance

Chot total capacitance

CMR common mode rejection

d internal dia

ds stud diameter

E light intensity

F noise figure

f frequency

Af frequency distortion,
sweep width

fn modulation frequency

Frivax maximum operating
frequency

fa cut-off frequency of merit

fr transition frequency

Gp power gain

Gpb common-base power gain

h hight

hote DC current gain

hoje small-signal current gain

le base current

lc collector current

lcso collector cut-off current

Ices collector-emitter

cut-off current with

base shorted to emitter
lcev collector cut-off current

at the emitter diode biased

in the reserve direction

lew high collector current
leL low collector current
o drain current

Io blocking current

?DR drain peak current

le radiant intensity

le forward current

forward direct current
Ie maximum continuous
forward current

Ie effective forward current
lem peak forward current
len nominal forward current,

rated direct current

peak repetitive forward
current

|FR

les

loN
leT
Ih

Iz
Alz

lo
lon

loL
lom
i.V.

Ls

ne
No
Non
Not
Pin
Prs

P(ot

R(hia
R[hic

non-repetitive peak
surge current
direct current

nominal direct current
gate trigger current
holding current

input current
input bias current

input offset current

load current

reverse current
instaneous reverse current
supply current

proper supply current
forward current

maximum continuous
forward current

effective forward current

peak repetitive forward
current

Z-current
stability of Z-current

output current
rectified current
high output current

low output current
peak output current
internal connexion
cooling surface
distortion factor
length

luminous density
series inductance
number of plates

number of studs

fan-out
high fan-out
low fan-out

HF input power
non-repetitive reverse peak
surge power dissipation
total power dissipation
proper power dissipation
output power

raster measure
base-emitter-resistance
drain-source-resistance
input resistance
generator resistance
insulation resistance
load resistance

supply resistance

total thermal resistance

internal thermal resistance

Ro
I'e
rR

rz

SVR
toHL
toun
tr

tgt
thold

fiHL

toir
ton

ts
Yeetun
tr

TK
TKuz

Uan

Uceo

Ucer

UCEsu[

Ucev

Ub
Upbs

output resistance

forward resistance
reverse resistance

Z-resistance

sensitivity

operating voltage rejection
turn-on delay time

turn-off delay time

fall time

gate trigger time

holding time

rise time of remote
control pulse

turn-off time

turn-on time
pulse width

recovery time

rise time

reverse recovery time
storage time

set-up time

mean lifetime
temperature coefficient

temperature coefficient
of Z-voltage

nominal connecting
voltage (effective value)

base-emitter-voltage
breakdown voltage
collector-base-voltage

maximum collector-base-
voltage

collector supply voltage
collector-emitter-voltage

maximum collector-emitter
voltage with open base
maximum collector-emitter-
voltage at defined base-
emitter-resistance

collector-emitter

saturation voltage

maximum collector-emitter
voltage with reverse biased
emitter diode

blocking voltage
drain-bulk-voltage
sound-IF output voltage
drain-gate-voltage
repetitive peak reverse
voltage
drain-source-voltage
non-repetitive peak

surge blocking voltage

maximum operating peak
blocking voltage

emitter voltage




Symbols used

Ueso

Ur
Ucs
Ucs
Uet
UHF
Ui

Ui
Uio

Uimax
Uimin

UiReg

Uit

Uio

maximum emitter-base
voltage

forward voltage
gate-bulk-voltage
gate-source-voltage
gate trigger voltage

HF voltage

common mode input voltage,
input voltage

input voltage

differential input voltage
maximum input voltage
minimum input voltage

input voltage for onset
of regulating

input voltage for onset
of limitation

input offset voltage

UNF
AUnr

Ur

AUz
Uo

a. f. output voltage

controlled a. f. output
voltage decrease

reverse voltage,
reverse direct voltage

peak reverse voltage
repetitive peak
reverse voltage
non-repetitive peak
surge reverse voltage
maximum operating peak
reverse voltage
supply voltage
source-bulk-voltage
threshold voltage

Z voltage

Z voltage stability

output voltage

795[5
A9

s
42

low output voltage

high output voltage
voltage amplification
closed voltage gain

mutual conductance
overriding voltage

voltage gain control range
IF voltage gain control range
ambient temperature
casing temperature
junction temperature
storage temperature
temperature differential
emission wave length

peak emission wave length

spectral half-band width




Integrierte Schaltkreise

Integrated circuits

TTL-Schaltkreise (Normalreihe)
TTL circuits (standard series)

Grenzdaten
max. ratings

Betriebsbedingungen
operating conditions

Informationsdaten
electrical characteristics

Us=10...47 V Us = 4,75...525 V Uo. < 04V

U = —08...+55V #a = 0...470°C (Reihe D 10) Uon > 2,4 V

No = 103) (D 10 series) towL = 10 ns bei Us =15V

#a = —25...+85°C (Reihe E 10) town = 15 ns at fa = 25°C
(E 10 series)

Typ Art description logische Funktion
logical function

D 100 C 4 NAND-Gatter quadruple 2-input Y = AB

D 100 D mit je 2 Eingdngen positive NAND gates

E 100 C

D 103 C 4 NAND-Gatter quadruple 2-input YV — AB

D 103 D mit je 2 Eingéngen positive NAND gates

E 103 C Kollektor offen with open collector output

D 110 C 3 NAND-Gatter triple 3-input Y == AB

D 110 D mit je 3 Eingdngen positive NAND gates

E 110 C

D 120 C 2 NAND-Gatter dual 4-input Y = ABCD

D 120 D mit je 4 Eingéngen positive NAND gates

E 120 C

D 126 C 4 NAND-Gatter quadruple 2-input Y = AB

D 126 D mit je 2 EingGngen positive NAND gates

E 126 C Kollektor offent) with open collector output')

D 130 C 1 NAND-Gatter 8-input Y = ABCDEFGH

D 130 D mit 8 Eingdngen positive NAND gates

E 130 C

D 140 C 2 NAND-Gatter dual 4-input Y = ABCD

D 140 D mit je 4 Eingdngen positive NAND buffers

E 140 C No = 30 No = 30

D 150 C 2 AND/NOR-Gatter dual 2-wide 2-input Y,= (AB)F(CD)+X

D 150 D mit je 22 Eing&ngen AND/NOR gates U

E 150 C 1 Gatter erweiterbar 1 gate expandable Y,=(AB)+-(CD)

D 151 C 2 AND/NOR-Gatter dual 2-wide 2-input Y = (AB)-F(CD)

D 151 D mit je 22 Eingdngen AND/NOR gates

E 151 C

D 153 C 1 AND/NOR-Gatter expandable 4-wide 2-input Y = (AB)+(CD)--(EF)-+(GH)-+X

D 153 D mit 4X2 Eingdngen AND/NOR gates

E 153 C Gatter erweiterbar

D 154 C 1 AND/NOR-Gatter 4-wide 2-input Y = (AB)+4(CD)4(EF)4-(GH)

D 154 D mit 4:<2 Eingdngen AND/NOR gates

E 154 C

D 160 C 2 Expander dual 4-input expanders?) X = ABCD

D 160 D mit je 4 Eingdngen?)

E 160 C

D 172 C J-K-Master-Slave- J-K-master-slave

D 172 D Flipflop mit je flip-flop with

E 172 C 3 J- und 3 K-Eingdngen 3-J- and 3-K-inputs

D 174 C 2 positiv flanken- dual D-type positive Qt,+1) = D(tn)

D 174 D getriggerte D-Flipflop edge-triggered

E 174 C flip-flops

) Uonw < 15V

2) zur Erweiterung des D 150 bzw. D 153

3) No = 1 entspricht loL = 1,6 mA
bzw. —lon = 40 uA

) Uon < 15V

2) for expansion of D 150 or D 153

3) No = 1 corresponds with lo. = 1,6 mA
and —lon = 40 pA
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Integrated circuits

Integrierte Schaltkreise

TTL—Schaltkreise (MSI-Typen)
TTL circuits (MSI types)

Informationsdaten
electrical characteristizs

Betriebsbedingungen
operating conditions

Grenzdaten
max. ratings

Us =0...}+7V Us = 4,75...525 V UoL < 0,4V beiUs =5V
U = —08...-}55V #a =0...-470°C (Reihe D 10) UonH > 24V at @ = 25°C
No = 10°) (D 10 series) thotd < 0 ns C. = 15 pF
Ha = —25... +85 °C (Relhe E 10) tsetup < 20 ns
(E 10 series)
Typ Art description Frnax tp toHL town
MHz ns ns ns

D 146 C BCD-zu 7-Segment- BCD-decade to 7-segment < 100 < 100

Dekoder/-Treiber!)5) decoder/driver!)?)
D 147 C BCD-zu 7-Segment- BCD-decade to 7-segment < 100 < 100
E 147 C Dekoder/-Treibert)?) decoder/driver!)?)
D 181 C 16-bit-Speicher (RAM)?) 16-bit memory (RAM)?) < 25 < 45
D 191 C 8-bit-Schieberegister?) 8-bit shift register?) <10 < 25 < 40 < 40
E 191 C
D 192 C Synchroner 4-bit-BCD- synchronous 4-bit BCD-decade < 25 <20 < 40 < 47
E 192 C Vor-/Riickwarts- up/down counter

Dezimalzahler
D 193 C Synchroner 4-bit- synchronous 4-bit binary < 25 <20 < 40 < 47
E 193 C Vor-/Riickwarts- up/down counter

Bindarzahler
D 195 C 4-bit-rechts-links?) 4-bit right-shift left-shift?) < 20 ~ 15 <3 <35

Schieberegister

register

) Now(a...g) = 12, Nou(BILRBO) = 5
2) No. = 10, Non = 20
3) Uoy > 55V, towr < 60 ns

4 Uow = 15V
) Uon = 30V

6) No = 1 entspricht lo. = 1,6 mA bzw. —I,,, = 40 pA
No = 1 corresponds with lo. = 1,6 mA and —lon = 40 pA

Leseverstarker
Read-out amplifier

Grenzdaten Betriebsbedingungen Informationsdaten

max. ratings operating conditions electrical characteristics
Us+ = —Us- =0...47V Us+ = —Us— = 475...525 V Uow > 24V

UID, Uref = —5.+5 \ Urer = 15...40 mV UoL < 0,4 Vv

U = -08...+55V #a = 0...-4+70 °C Ut = Urer+4 mV

Typ Art description logische Funktion

logical function

D 122 C 2-Kanal-Leseverstarker

2-channel read-out amplifier

Y = G (A+5a) (B+Ss)




Integrierte Schaltkreise

Integrated circuits
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Integrierte Schaltkreise

Integrated circuits

TTL-Schaltkreise (schnelle Reihe)
TTL circuits (high speed series)

Grenzdaten
max. ratings

Betriebsbedingungen
operating conditions

Informationsdaten
electrical characteristics

Us =0...4+7 V Us = 4,75...525 V UoL < 0,4V
U = —08...+55V #a = 0...+70 °C Uon > 24V
No = 10%) toHL = 7 ns  bei Us = 5V
torh = 7 ns at da = 25 °C
Typ Art description logische Funktion
lcgical function
D 200 C 4 NAND-Gatter quadruple 2-input Y = AB
mit je 2 Eingdngen positive NAND gates
D 201 C 4 NAND-Gatter quadruple 2-input Y — AB
mit je 2 Eingdngen positive NAND gates
Kollektor offen with open collector output
D 204 C 6 Inverter hex inverters Y=A
D 210 C 3 NAND-Gatter triple 3-input Y — ABC
mit je 3 Eingéngen positive NAND gates
D 220 C 2 NAND-Gatter dual 4-input Y = ABCD
mit je 4 Eingdngen positive NAND gates
D 230 C 1 NAND-Gatter 8-input Y = ABCDEFGH
mit 8 Eingdngen positive NAND gates
D 240 C 2 NAND-Gatter dual 4-input Yy — ABCD
mit je 4 Eingdngen positive NAND buffers
No = 30 No = 30
D 251 C 2 AND/NOR-Gatter dual 2-wide 2-input Y — (AB)1(CD)
mit je 22 Eingdngen positive AND/NOR gates
D 254 C 1 AND/NOR-Gatter 3-wide 2-input and Y = (AB)-+(CD)-+(EFG)-(H))
mit 32 und 13 1-wide 3-input
Eingdngen positive AND/NOR gates
D 274 C 2 positiv flanken- dual D-type positive Q(t o ) = D(tn)
getriggerte D-Flipflop edge-triggered flip-flops
) No = 1 entspricht loL = 2 mA 1) No = 1 corresponds with
bzw. —lon = 40 uA loo = 2 mA and —lon = 40 pA
Treiberschaltkreise
Driver circuits
Grenzdaten Betriebsbedingungen Informationsdaten
max. ratings operating conditions electrical characteristics
D 491 D D 492 D?) D 491 D D 492 D?)
Us = 0...10V Us = 45...10V Ucer < 1,2V bei Us=10V
Ui = =5V...Us Da = 0...-4+70 °C lcH < 100 uA 200 A at  Ha=25°C
leL < 50 mA 250 mA h < 3,3mA lcL = 20 mA
Piot =< 400 mW
Typ Art description logische Funktion

logical function

D 491 D 4 Segmenttreiber quadruple segment drivers C=A E=A
D 492 D 6 Digittreiber hex digit drivers Ve R
1) bei lcL = lcimax ) at leL = lcLmax

2) Emitter mit Masse verbunden

emitter connected to 0 V
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Integrierte Schaltkreise

integrated circuits

MOS-Schaltkreise
MOS circuits

Grenzdaten
max. ratings

Betriebsbedingungen
operating conditions

Informationsdaten
electrical characteristics

Us; = —31...403 V —Usy = 25...28 V —UoL > 10V
Usy = —31...403V —Usy = 11,5...135 V —Uon<< 1V
U = —-25...403V Pa = 0...4+70 °C

Typ Art description logische Funktion

logical function

U 101 D 2 Volladdierer
mit je 3 Eingéngen

U 102 D 2 NOR-Gatter
mit je 3 Eingdngen

U 103 D RST-Flipflop

U 104 D 2 Aquivalenz-
Antivalenzgatter

U 105 D 6 MOS-Feldeffekttransisto-
ren mit gemeinsamen Source-
und Bulk-Anschliissen?)

U 106 D 4 NOR-Gatter
mit je 2 Eingdngen

U 107 D 3 AND-Gatter und
1 AND/NAND-Gatter
mit je 2 Eingdngen

U 108 D 2 J-K-Master-Slave-
Flipflop mit je 2 J- und
2 K-Eingdngen

U 109 D 9-bit-Paritatsdetektor

U 112 D Siebenstufiger
bindrer Frequenzteiler

U 120 D Synchroner 4-bit-BCD-Vor-/
Rickwértszdhler mit Zwischen-
speicher und Decoder 1 aus 10

U 121 D Synchroner 4-bit-BCD-Vor-/
Rickwértszéihler mit Zwischen-
speicher und 7-Segment-
Decoder

U 122 D Synchroner 4-bit-Vor/Riick-
wdrts-Bindrzéhler mit Zwischen-
speicher und bindrer sowie
negierter bindrer Ausgabe

U 311 D 5-bit-Schieberegister mit
direkter Parrallelein- und
-ausgabe

U 352 D Dynamischer 64-bit-
Serienspeicher

dual 3-input single-bit
negative full adders

dual 3-input negative NOR gates

R-S-T-flip-flop

dual equivalent-anti-valent gates

hex common-source common-bulk
field-effect transistors?)

quadruple 2-input negative
NOR gates

triple 2-input negative AND and
single 2-input negative
AND/NAND gates

dual 2-J-input 2-K-input
J-K master-slave flip-flop

9-bit even/odd parity detector

seven-stage binary frequency divider

synchronous 4-bit BCD-decade

up/down counter with buffer store

and decoder 1 to 10

synchronous 4-bit BCD-decade

up/down counter with buffer store

and 7-segment decoder

synchronous 4-bit-binary up/down

counter with buffer store and binary

and invert-binary output

5-bit parallel-input parallel-output

shift register

64-bit serial dynamic memory

s = ej(eresteses)t ei(esesteres)

i = ejeytezestese

a = erteyte;

a = ejeytere;

a = e;te;
a = e|ep

1) siehe auch MOS-Feldeffekttransistoren

1) see MOS field-effect transistors again
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Integrierte Schaltkreise

Integrated circuits
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Integrierte Schaltkreise

Integrated circuits

Operationsverstdrker
Operational amplifiers

A 109 C Operationsverstdrker mit hoher Verstdrkung,
A 109 D kleinen OffsetgréBen, groBem Eingangs-
B 109 C widerstand und groBer Ausgangsamplitude

B 109 D

fir universellen Einsatz

Operational amplifier with high gain, low offset values,

high input resistance, and high output amplitude
for general purpose applications

Grenzdaten bei

Informationsdaten bei

max. ratings at e = 25°C characteristics at Ba 25 °C, Usy = —Us— = 15V, Rs = 100 2
Us; =18 Vv A 109: Uo < 7,5 mV A 109: SVR < 200 wVN  beidUs =1 V
Us—=-—-18 \ B 109: Uo <5 mV B 109: SVR < 150 uV/V at AUs =1 Y
Pioe = 300 mW A 109: o < 0,5 pA Uo > 10 Y, RL =2 2
U =-10...410 V B 109: o < 0,2 uA Uo > 12 \ RL = 10 k&
Up =—5...-}+5 V A 109: I < 1,5 pA A 109: CMR > 65 dB
#stg = —55...-+150 °C B 109: | < 0,5 pA B 109: CMR > 70 dB

A109:9%a = 0...+70 °C A 109: Re > 50 k&2 A 109: Vu > 15000 | Ru = 2 k2

B109:%a =-—25...485 °C B 109: Re > 150 k£ B 209: Vu ~ 25000 | Uo = +10V

A 109: Py < 200 mW +Ui > 8 V
B 109: Py < 165 mW

Spannungskomparatoren
Voltage comparators

A 110 C Differential-Spannungskomparator
A 110 D mit niederohmigem, mit allen Logik-

B 110 C
B 110 D

formen kompatiblem Ausgang
fir universelle Anwendung

Low-impedance output differential voltage comparator,

compatible to all logic families,
for general purpose applications

Grenzdaten bei

Informationsdaten bei

max. ratings at #a = 25°C characteristics otﬁq = 25 °C, Ust == 12V, =Us_-= 6 V, Rs = 100 2, Uo =14V
Us+ = 414 V A 110: Uio < 7,5 mV UoH > 25V bei Up =10 mV, lon = =5 mA
Us— = —7 Vv B 110: Uo < 5 mV A 110: Uor <0 V at Up =10 mVY, lo = 1,6 mA
Pewor = 300 mW A 110: ho < 15 kA B 110: Uor < 0 V Up = 10mV, lor =2 mA
Ui = —7...4+7 V B 110: o < 5 uA CMR > 70 dB AUy =10V
Up = —5...-}+5 V A 110: h < 100 pA A 110: Vu > 750 AUo =2 V
lo = 10 mA B 110: L < 25 uA B 110: Vu > 1000 AUo =2 V

A 110:da =0 ++70°C Ro = 150 2 totH = 38 ns f AUpp = 100 mV, i = 5 mV

A 110: Ja = —25...485°C toHLt = 50 ns | Ru = 2 kQ

Initiatorschaltkreise
Initiator circuits

A 301 D

Initiatorschaltkreis fiir induktive

Initiatoren und allgemeine Anwendung

Initiator circuit for inductive initiators
and for general purpose applications

Grenzdaten bei

Informationsdaten bei

max. ratings at fa = 25°C characteristics at Ba 25 °C, Us = 475 V
Us = 475...27 \ Is < 18,5 mA bei Us =27V
Uon =0 ...27 Y Uor < 035V at lot = 16 mA
loo = 50 mA UoL < 1,15 \' loo == 50 mA
—lz =1 mA lon <20 pA Uow = 27V, R; = 520 @
#a = —25...-4 70 °C Uy =29V —Iy =1 mA
Pseg = —40...-4125 °C Cs < 47 nF
fmax == 20 kHz Ch = 15nF, Rys =27 k&
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Integrierte Schaltkreise

Integrated circuits
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Integrierte Schaltkreise Integrated circuits

1 W-NF-Verstdrker
1-W-a. f. amplifier

A 211 D 1 W-NF-Verstarker fiir Rundfunk- und Fernseh- 1-W-a.f. amplifier for radio, television, and phono device
empfdnger sowie andere akustische Gerdate applications
Grenzdo'fen bei P Informotic:mlsdoten bei B0 — 25°C. Us — OV, f — 1 kHz, R. — 8 ©
max. ratings at characteristics at
Us = 42... 15 V lIso <10 mA beiU =0
U = -05...4+15V Veg > 44 dB at Po = 50 mW
lom =1 A SRA = 54,3 dB Po =1 W
Pror =1 W Re = 390 k&
Piot = 1,35 W bei K = 8 cm? k <10 %% Po = 850 mW
?a = —=10...-4 70 °C = 1,4 % Po = 50 mW
fa = —40 ...-4125 °C k = 63 % Po =1 W
5 W-NF-Verstdrker
5-W-a. f. amplifier
A 205 D 5 W-NF-Verstarker fiir Rundfunk-, Fernseh- und 5-W-a.f. amplifier for radio, television, and
A 205 K Phonogerdte phono device applications
1 i ionsdaten bei
Grenzda.ten bei 9a — 25°C Informotul:vn:s, aten bei fa — 25°C, Us — 15V, f = 1 kHz, RL — 4 @
max. ratings at characteristics at
Us = 4... 20 V lso < 20 mA bei U =0
U = -05...-+1,5V Po > 45 W at k = 10 %
lom = 2,2 A k <2 % Po = 50 mW
A 205 D: Pwor = 1,3 W k <2 % Po =25W
A 205 K: Prtor = 5 v Ui > 70 mV Po =25W
A 205 D: Rthja = 95 grd/W Vo > 33 dB Po =25W
A 205 K: Rthja = 25 grd/W
A 205 D: Rehje = 15 grd/W
#a = —10...-470 °C
FM-ZF-Verstdrker
FM IF amplifier
A 220 D FM-ZF-Verstarker und symmetrischer Koinzidenz- FM IF amplifier and symmetric coincidence detector
demodulator fir Fernseh- und Rundfunkempféanger for television and radio receivers
Grenzdaten bei , Informationsdaten bei . f =65 MHz Af = +50 kHz
max. ratings at ~ ¢ 25 % characteristics at = 85 % Ve = 12 ¥ Qo = 20, fm = 1 kHz
Us = 6...18 \ Iso <20 mA bei R; =0, U =0
U =4 \ Une > 300 mV at Ui =1 mV, Ry =5kR
lyo = 15 mA AUne > 60 dB U =1 mV, R; =5 kR/0 k2
I3 =35 mA Ur < 200 pV
Iy =2 mA Vuze = 73 dB U = 10 uV
Us/sy = 13 Vv aam > 46 dB U =1 mV, R, =5k
Rm/[_f\[ =1 k&2 k (i 2 /o L =1 mV, Rj, = 5 kQ
Pror = 400 mW Re = 10 k& U = 10 mV
Da = —10...-70 °C Ce = 4,9 pF U = 10 mV
18




Integrierte Schaltkreise Integrated circuits
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Integrierte Schaltkreise

Integrated circuits

TV-ZF-Verstarker
TV IF amplifier

A 240 D Geregelter TV-ZF-Verstarker mit Demodulator
und Video-Nachverstdrker fiir Schwarz-WeiB-
und Farbfernsehempfénger

Regulated TV IF amplifier with detector and
video post-amplifier for monochrome and
colour television receivers

Grenzdaten bei Informationsdaten bei

??u = 25 DC

da = 25 °C, Us

12 V, Rs = 160 @

max. ratings at characteristics at
Us = 15 Vv |]3 < 25 mA U“min =1,82,2V bei ui =20 mV, UM:S,SV
|[4 = 50 mA U14 < 6,4 V bei l]/‘ = 40 mA lu > 3 mA at
U5 = 20 \Y Ull > 4,8 V at ui =0 Ugq o= 2,6 e 4,2 VSS ui = 20 mV, U“ = 5,5 V
lufs =5 mA Up <7 V ui =20 Uy >20V ui =20mV, Uy =55V
ligls =5 mA Uimin < 350 pV uyg = 26V - BT
. u 30 mV f =65MHz, =—==230

Uop = —1...43 V AVze > 50 dB B 22 oy 0B
-—U7 == 1,5 \' Bvideo > 7 MHz BT

1 u >30 mV f =6,5MHz, ——==30dB
Pa = —10...55 °C ore " *TT

AM-FM-ZF-Verstarker
AM-FM IF amplifier

A 281 D AM-FM-ZF-Verstdrker fiir batterie- und

. netzgespeiste Rundfunkempfdnger

AM-FM/F amplifier for battery-driven and
mains-driven radio receivers

Grenzdaten bei

Informationsdaten bei

max. ratings at o = 25°C characteristics qt B =25°Cui =0 Us =9V
f = 10,7 MHz, ui = 1 mV f = 455 kHz, ui = 15 pV
Us =1 Vv —Il; < 30 pwA bei Us/i = —110mV Une = 245 mV bei ui = 15 pV
Up/y = —4 \' Une = 840 mY at ui =50 mV Une = 520 mV at  ui = 15 mV
Ush = 4 v Gp > 62 dB u o =30 uVv Go > 65 dB u =10 gV, Ux =0
I =2 mA Vo = 87 dB u = 50 uV Vo = 94 dB u =5 uVv
I5 = 2 mA Ur = 190 pV AV, = 62 dB
liy =3 mA aam = 54 dB m = 0,3 UiReg = 11,5 pV
#a = —10...-470 °C Re =172 2 Uimax= 18 mV k = 10 %
Ce = 67 pF —Ur = 380 mV
k < 10 %
Re = 1,1 k& ui = 200 pV
Ce = 125 pF ui = 200 pV
Horizontalkombination
Horizontal combination
A 250 D Horizontalkombination fiir die Impulsabtrennung Horizontal combination for pulse clipping and line
und Zeilensynchronisation in transistorisierten synchronization in transistorized television receivers
Fernsehempfdangern )
Gteradaten bel , _ o5 o Informationsdaten bei , *_ 5o g = 24 V, Rs = 390 @, f = 15625 +5 Hz
max. ratings at characteristics at
l, = 50 mA u >6 V  bei U; = 10 Vss
l; = 2 mA Ugrest < 550 mV at ly =@20 mA
Uy = 6 \ ty = 23...30 ps
Iy = 22 mA t; > 150 us U; = 1,0 Vss
U, =12 \Y) U > 1 Vss
ly =205...5 mA -+A4f > 400 Hz Us; = 1,0 Vss
Is =2 ...5 mA —Af >> 400 Hz U; = 1,0 Vss
U, =0 ...Us V
#a =—10...470 °C
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Integrated circuits

Sn 50 B
19 s
HA 2]
Or
7[7%2 10.uH me
e 0y
QU?Y L
720—mMmM4¢
£
"Soa’
22p
|
389 MHz
2 O
TJ r
6o
J} A*OA205 Ta
Uy Is ¥o
A01A135
A 240 D A 281 D
C3,1 Ry
F—r—— {0t
7 93
[__.__._‘ e e - —— — — — — — — — — —— e — e — o — —— — — — -—1
| |
| I
| Amplituden - Bild - |
| | sieb mit kipp - | [Jok N Ausgangs - l
S0 Stérous - ab- Vi = stufe ——o2
| tastung —  |frenn- - K I
| stufe stablll - 1 |
| ] Sierung i
60— ! 071
) i 1 i
| _ Phasenrege] i
| ‘;ﬁggt L{Phasen- Oszillator schaltung I
ver- mit | ;
{ poo| gleichs- Frequenz - 5k e
| & EZk schaltg. anschlag |
| |
i ]
7 ] e
7 8 9 4 73 ™ 7
A 250 D
798 75 20725 223 2520125
<25 i — |
7 | ‘
u';" : ‘g ;‘ W
74{3,5:0,3 & \ o e A -35:03 A ) S ;‘\V/
artar - 025 %5 04501 ol 025*9%s
2510125  13'335 * AGOATAS 2520125 zaif{é' AC0 A2A3

% 713 12 77 10 9 8

6 15 1% 13 72 77 109
o O e O o s Y e O e I o O e

(@)
7

{0y O O S 8
2 3 4+ 56 7 8

A 240 D, A 250 D




Integrierte Schaltkreise

Integrated circuits

Programmwahlschaltkreis
Programme switching circuit

U 700 D p-Kanal-MOS-Schaltkreis zur vollelektronischen
Programmumschaltung von 6 Programmen durch
Beriihrungstasten. Bei der Fernbedienung wird der
interne Ringzdhler mit jedem Fernsteuerimpuls

um eine Programmstelle weitergeschaltet.

p-channel-MOS circuit for all-electronic programme
switching of 6 programmes with sensor contacts. In
remote operation an internal ring counter switches
to the next programme digit of the circuit at every
remote control pulse.

Grenzdaten bei Informationsdaten bei

fa = 0...-470°C

#a = 25 °C, =Usy = 25...28 V, Ug = 0 V

max. ratings at characteristics at
Us;, = —31...403V —Un < 2V —Uon< 1V bei RL = 100 k&
U = -25...403V —UL > 9V —Uon << 2V at . = 1 mA
—h =105 A —lso < 1 mA TK <1 mV/grd?) #a = 10...50 °C
—lo = 2 mA tiie < 10 us?) tp = 60...200 ps?)
#a =0 ..~-+70 °C
Bseg = —40...+70 °C
1) darf Gber einen Widerstand Rs = 22 M&Q an Us; 1) may be connected to Us; about a resistance Rs = 22 M.

gelegt werden. 2) remote control pulse
2) Fernsteuerimpuls 3 TK Us; — AUoH

| T e——
3 TK = Us; — AUow Ada
Al?a

Weitere Fernsehschaltkreise
Other television circuits
Typ Beschreibung Description
A 230 D RGB-Matrix mit Dunkeltastschaltung zur direkten RGB matrix with blanking circuit for direct control of

Ansteuerung der Videoendstufe in Farbfernseh-
empfdngern

video output stage in colour television receivers

A 270 D Video- und Leuchtdichtesignalverstérker fiir Schwarz-  Video and luminous density amplifier for monochrome
WeiB- und Farbfernsehempfdnger. Die integrierte and colour television receivers. The circuit contains
Schaltung enthélt folgende Funktionseinheiten: the followed functional stages:
— gleichspannungsgesteuerte Kontrast- und — d.c. voltage regulated brightness control and
Helligkeitseinstellung contrast control
— Strahlstrombegrenzung — beam current limiting
— Maglichkeit zum AnschluB einer Verzdgerungs- — possibility for connexion of a random impedance
leitung mit beliebiger Impedanz delay line
A 295 D Secam-Dekoder fiir Farbfernsehempfdnger. Die Secam decoder for colour television receivers. The circuit

Schaltung enthdlt folgende Funktionseinheiten:

— Verstarker fiir das direkte und das verzégerte
Signal

— Secam-Kreuzschalter mit Flipflop

— regelbare Begrenzer fiir beide Differenzsignale

— Farbabschalter

— Farbauftastschaltung

— Farbaustastschaltung

contains the followed functional stages:
— amplifier for the direct and for the delay signal

— Secam cross-switching with flip-flop

— controlled limiters for both colour difference signals
— colour killer

— colour gate circuit

— colour blanking circuit
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Integrierte Schaltkreise

Integrated circuits
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Transistoren Transistors

Si-npn-NF-Transistoren
n-p-n AF Si-transistors

Typ Grenzdaten bei 9. — - Informationsdaten bei B == BEC
max. ratings at g = 25 electrical characteristics at w =23
Pioc  Ucso Uceo Ueso lc hate bei fr F bei lcso bei
at at at
Uce ¢ Uce lc f Rg Ucs
mW Vv Vv \" mA \ mA MHz dB \Y mA  kHz k2 uA "
SC 206 200 20 15 D 100 18 ...1120 6 2 >300 < 0,1 20
SC 207 200 20 15 5 100 28 ...1120 6 2 >300 <8 6 0,2 1 0,5 <0,1 20
SC 236 200 30 20 5 100 56 ...560 6 2 250 <01 30
SC 237 200 50 45 6 100 56 ...560 6 2 250 <8 6 0,2 1 2 <0,1 50
SC 238 200 30 20 5 100 5 ...1120 6 2 250 <8 6 0,2 1 2 <0,1 30
v SC 239 200 30 20 5 100 112...1120 6 2 250 <4 [ 0,2 0,03...15 2 <0,1 30
Si-npn-HF-Transistoren
n-p-n RF Si-transistors
Typ Grenzdaten bei Informationsdaten bei
max. ratings at Pa =2 clectical daracterisfies at % — 2 °C
Prot Ucso Uceo Ueso Ic hzie bei fr Ucesar  bei F  bei lceo  bei
at at at at
Ucer* hate* Uce ¢ lc e le f Ucs
kHz
mW \ Vv Vv mA Vv mA MHz Y mA mA dB mA MHz* uA Vv
SF 121 600 20 20*) 5 100 18...1120 2 50 >60 <1 50 5 55 05 1 <1 20
SF 122 600 33 33*) 5 100 18...1120 2 50 >60 < 50 5 55 05 1 <1 33
SF 123 600 66 66*1) 5 100 18...1120 2 50 >60 <1 50 5 55 0,5 1 <1 66
SF 126 600 33 20 7 500 18...1120 2 50 >60 <0,5 150 15 4,5 0,2 1 <01 33
SF 127 600 66 30 7 500 18...1120 2 50 >60 <0,5 150 15 4,5 0,2 1 <0,1 66
SF 128 600 100 60 7 500 18...1120 2 50 >60 <0,5 150 15 4,5 0,2 1 <0,1 100
SF 129 600 120 80 7 500 18...560 2 50 >60 <0,5 150 15 < 0,06 100
SF 131 300 20 12 5 50 18...1120 1 10 >200 <05 10 1 7 0,2 1 <0,1 20
SF 132 300 40 15 5 50 18...1120 1 10 >200 <0,5 10 1 6 0,2 50* <0,1 40
SF 136 300 20 12 5 200 18...1120 1 10 >300 <0,3 10 1 78 0,2 1 <0,1 20
SF 137 300 40 20 5 200 18...1120 1 10 >300 <03 10 1 68 02 1 <0,1 40
SF 150 680 160 160*2) 5 50 28...140 10 5 >80 <5 30 6 <0,1 140
SF 215 200 20 15 5 100 28...560* 6 2 >100 8 5 100* <0,1 20
SF 216 200 40 20 5 100 28 ...560* 6 2 >100 8 5 100* <0,1 20
SF 225 200 40 25 4 25 >40 10 1 430 1,7 1 200 <0,5 40
SF 235 200 40 25 4 25 >28 10 1 500 25 1 100* <0,5 40
SF 240 160 40 30 4 25 30...150 10 4 440 3 4 36* <0,5 40
SF 245 200 40 25 4 25 >38 10 7 800 3 2 200* <0,5 40
) Ree = 10 2 2) Ree = 1 kR
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Transistoren Transistors
Si-npn-Schalttransistoren
n-p-n Si-switching transistors
Typ Grenzdaten bei . Informationsdaten bei o
max. ratings at #a = 25°C electrical characteristics at Ba = 25°C
Pt  Ucso Uceo Ueso Ic hate bei Ucksat bei ton tort bei lceo  bei
at at at at
Uce Ic lc ls le Ucs
mw VvV Vv Vv mA \ mA V mA  mA ns ns mA  tA \
SS 106 300 25 15 5 200 18...560 1 10 <0,5 10 1 <40 <75 10 <0,05 15
SS 108 300 40 15 5 200 18...560 1 10 <05 10 1 <40 <75 10 <0,05 20
SS 109 300 20 15 5 200 18...280 1 10 <0,5 10 1 <40 <75 10 <0,05 15
SS 216 200 20 15 5 100 18...280 0,5 30 <0,45 30 3 22 280 10 0,1 20
SS 218 200 20 15 5 100 18...280 0,5 30 <0,45 30 3 <35 <60 10 0,1 20
SS 219 200 20 15 H 100 18...280 0,5 30 <0,45 30 3 <35 <30 10 <01 20
SSY 20 700 60 40 5 600 8...140 1.3 500 <1 500 50 <50 <100 500 <0,2 50
Si-npn-Spezialtransistoren zur Ansteuerung von Ziffernanzeigeréhren
n-p-n Si-special transistors for driving numerical display tubes
Typ Grenzdaten bei . Informationsdaten bei . .
max. ratings at e = 257G electrical characteristics at = 25°C
Piot Ucso Ucev bei Ueso lc haie bei UcEsat bei lcev bei
at at at at
-Use Uce lc lc Is Ucs
mW \ Vv Vv Vv mA \" mA \ mA mA uA Vv
SS 200 150 70 70 1 5 30 >32 3 10 <3 10 0,31 <1 70
SS 201 150 100 100 1 5 30 >32 3 10 <3 10 0,31 <1 100
SS 202 150 120 120 1 5 30 >32 3 10 <3 10 0,31 <1 120
£EBC EBC 2 725 » 25
s 7. L I
o ~ i =]y
s b \ B ['9)
s_‘_ - - Nl = o} — g
' N~ o i
S i Q‘“: !
- | 06 1T 0T
>l -
o o -
o T L«
N | }
¢
0% |l 0%
BO45 — =
e EBC BEC
SF 121...SF 123 SF 131, SF 132 SC 206, SC 207, SF 225
SF 126...SF 128 SF 136, SF 137 SC 236, SC 237, SF 240, SF 245
SF 150 SS 106...SS 109 SC 238, SC 239,
SSY 20 SF 215, SF 216,
SF 235,
SS 200...SS 202
SS 216...SS 219
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Transistoren ’ Transistors

Si-MOS-Feldeffekttransistoren (n-Kanal-Verarmungstyp)
Si MOS field-effect transistors (n-channel deleption-type)

Typ Grenzdaten bei Informationsdaten bei
; e = 25°C i fi da = 25°C
max. ratings at electrical characteristics at
Piot Ubs bei Ucs Ubc lo lo Yy bei -Ur bei Re
at at at
-Ucs Ubs lo
mW \Y Vv \Y \" mA mA mS \ \ 1A TO
SM 103 150 20 12 -—15/+4-5 32 15 3...12 1,3 8 <12 10 >1
SM 104 150 20 10 —15/4-5 30 15 15 :..6,5 >1,0 8 <8 10 >1
Si-MOS-Feldeffekttransistoren (p-Kanal-Anreicherungstyp)
Si MOS field-effect transistors {p-channel enhancement-type)
Typ Grenzdaten bei g ) Informationsdaten bei B e BESE
max. ratings at "¢ 25%C electrical characteristics at =~ “¢ ~ <7
Pot Ubs Uas Uba Uss -Ip -lp Yy bei -Ur bei Cgs Ros
Ups Ucs Tor* at at
-Ups -lp
mwW Vv \ Y \ mA mA mS \ \Y wA  pF Q
SMY 50 225 —31/4-0,3 —31/-40,3 +31 -—15/40,3 25 10 3,6 10 3...6 10 <12 150
SMY 511) 240 —31/-+0,3 —31/4-0,3 +31 0 20 10 3.6 10 3500 10 <12 150
SMY 52 300 —31/40,3 —31/+4-0,3 +31 —15/4-0,3 60 50 12,5 10 3...6 10 <38 35
120*
U 105 D?) 400 —31/4-0,3 —31/4-0,3 +31 0 25 >3 2 3 ;440 10 <12 150
1) Doppeltransistor 1) dual transistor
2) 6-fach-Transistor (MOS-Schaltkreis) 2) six-transistor MOS circuit
.80, - T80 S
‘ 1
TS
S = |
9 | 8§
S| & T S
s | 3
055 )
25
G &
L1 ]
TT
al
| W O |
)/
SMY 50
SMY 52
\ﬁ}
10 3§
0 ‘\‘{ S =) 6
4]
9 42
17 187 SM 103
N 75 SM 104
7ﬂ<*'.
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Transistoren

Transistors

Ge-pnp-HF-Transistoren
p-n-p HF Ge-transistors

Typ Grenzdaten bei Informationsdaten bei
’ Pa = 25°C ' . #a = 25°C
max. ratings at electrical characteristics at
Pwt  -Ucso -Uceo -Ueso lc ha21e bei fr F Gpb bei -lcso bei
at at at
-Uce -lc -Uce -lc -Ucs
mW V \' Vv mA \Y mA MHz dB dB \Y mA MHz  uA \Y
GF 145 60 20 15 0,3 10 10...30 12 1,5 600 <9 >9 12 1,5 800 <8 20
GF 147 60 20 15 0,3 10 10...59 10 2 650 <6 >11,5 10 2 800 <8 20
Ge-pnp-Leistungstransistoren
p-n-p Ge-power transistors
Typ Grenzdotlen bei Ba — 25°C Inforn?ationsdoten o bei 8 — 25°C
max. ratings at electrical characteristics at
Pwt  Ucso -Ucer bei  -Ueso -lc ha21e bei fr -Ucesat bei ton  tos -lces  bei
at at at at
Rse -Uce -lc e -l -Uce
w \ \Y 2 \Y A \Y A kHz v A A us us mA V
GD160 53') 20 18 50 10 3 18...5 2 1,5 >180 <06 3 05 <15 20
GD170 531! 33 30 50 10 3 18...90 2 1,5 >180 <0,6 3 05 <1 33
GD 175 5,3!') 50 48 50 10 3 18...90 2 1,5 >180 <0,6 3 05 <1 48
GD180 531) 66 60 50 10 3 18...90 2 1,5 >180 <0,6 3 05 <1 60
GD?240 101%Y 30 25 50 10 3 18...140 2 2 >250 <0,6 3 05 <2,5 30
GD241 101 40 35 50 20 3 18...140 2 2 >250 <0,6 3 05 <30 <16 <25 40
GD242 101! 50 48 50 20 3 18...140 2 2 >250 <0,6 3 05 <40 <22 <25 50
GD243 10! 65 60 50 20 3 18...90 2 2 >250 <0,6 3 05 <44 <24 <25 65
GD244 101') 75 70 50 20 3 18...90 2 2 >250 <0,6 3 05 <32 <34 <25 75
16
o ] Q
o 'F ¥
luﬁ\)- o o) At
o () B
bt B
. . 31
@74 %
0
. o
‘ 1 e % e
. = L 1
ol <204
- ga)‘ R f
g7 ®7
GF 145 GD 160 ... GD 180 GD 240 ... GD 244
GF 147
) fc = 25 °C
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Dioden

Diodes

Si-Schaltdioden
Si-switching diodes

Typ Grenzdaten bei i i
‘ §e = 25°C Inforrr)cltnonsdcten o bei Y —
max. ratings at electrical characteristics at
Piot Ur  Unr le Ter Fs lo Uk bei Ir bei Cot tee
Urm* lem* at at
I Ur
mW v \Y mA mA mA mA \Y mA uA \Y pF ns
SAY 12 430 50 75 300 600 2000 200 <1 200 <0,1 50 <a <y
SAY 16 430 30 35 300 600 2000 200 <1 200 <0,1 30 <41 <42
<5 35
SAY 17 300 50 60 175 350 2000 115 <1 100 <0,1 50 <30 <27
) 60
SAY 18 300 25 35 115 225 2000 P <1 30 <0,07 25 <4 L2 4)
<5 35
SAY 20 300 15 20 75 150 2000 50 <1 10 < 0,05 15 <4 <42
<5 20
SAY 30 150 25 30* 30 60* 150 <0,81 3 <0,04 25 <8 3) <65 ?)
>0,5 0,1
SAY 32 150 25 30* 50 100* 250 <1 15 < 0,04 25 <8 3) <65 ?)
SAY 40 150 15 20* 20 40* 100 <0,84 3 <0,06 15 <83 <10 ?)
=05 0,1
SAY 42 150 15 20* 30 60* 150 <1 10 < 0,06 15 <8 3) <10 ?)
SA 403 100 25 30* 30 60* 150 <0,81 3 < 0,04 25 <8 3) <65 2)
>0,5 0,1
SA 415 120 50 100 <1,2 100 <0,5 50
SA 418 120 80 100 <1,2 100 <0,5 80
) U = OV, f = 1 MHz, U7 = 50 mV 2) beim Schalten von Ir = 10 mA auf Ur = 6 V
3 UR = O V, f = 0,5 MHz at switching from Ig = 10 mA to Ur = 6 V
Si-Mehrfachdioden
Si-diode arrays
Typ Grenzdaten bei o Informationsdaten bei o
max. ratings at #a = 25°C electrical characteristics at #a = 25°C
Piot Ur Urm I . lem Ur Ir Ir Ur Chot ter |
mWwW Vv \ mA mA \ mA nA \' pF ns mm
SAL 41 150 15 20 20 40 4,2
SAL 43 200 15 20 <17 3 <60 15 <6 1) <10 ?2) 10,1
SAL 45 300 15 20 15,1
SAM 42 150 9
SAM 43 200 < 0,84 3 11,5
15 20 20 40 <60 15 <8 1) <10 %
SAM 44 250 >0,5 0,1 14
SAM 45 300 16,5
SAM 62 150 9
SAM 63 200 <0,84 3 11,5
15 20 20 40 <60 15 <8 1) <10 2)
SAM 64 250 >0,5 0,1 14
SAM 65 300 16,5
) Ur = OV, f = 500 kHz 2) beim Schalten von I = 10 mA auf Ur = 6 V
gemessen bei iR = 1 mA
2) at switching from lg = 10 mA to Ur = 6 V
measured at iR = 1 mA
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Dioden

Diodes

Si-Schalterdioden
Si-switching diodes

Typ Grenzdaten bei B = o5C Informationsdaten bei G e D
max. ratings at ¢ e electrical characteristics at =~ 25°C
Piot Ur le Ur bei Ir bei re bei cj bei
at at at at
Ie Ur Ie f Ur
mWwW Vv mA \Y mA nA \Y 0 mA MHz pF \Y
SA 412 120 20 100 1,2 100 <100 20 <1 10 30 300 <31 10
+ e R
2 S /\P7 o - [‘¢0,6' ﬂaﬁ
™ - : T
d mEe |8 (
1 i i n |
42 ‘ . Heoq |
L « 42 | | Farbpunkt
I . | ‘ Katode:
| T 1 T . | SA 403 rot
| | ' \ SA 412 b
o~ y | ge
06 | (;“ ‘ = ) I SA 418 griin
! i ‘
IS Y AVIENE § . |
i . ) ~ 1 - S| Aofode o9
3 | | ”‘1 17 | )L - ' | ‘ET : D RN Kafode - N
I | ' \ |
| I || 4 v colour point
! [\ * 7 ' | u: !‘\ @424 ! ) ! | cathode:
ot Katode T x y BRI \ SA 403 red
,,‘:29 - a4 | 024 | SA 412 yellow
‘2,5 ’ ‘ ! ‘ | H- _»]L SA 418 green
' 1 | X o M |
il mE i |
2 _[l.04 L !
5
SAY 30 ... SAY 42 SAY 1212, 16L2 ... 20L2 SAY 12B, 16B ... 20B SA 403, SA 412
SA 418, SA 418/1
P
\?g 4 < ; SAL 43,45
) o
B S = 3 m oM oD OOn oD E T
=
o
42 P S b |
[y
] OO0
o SAM 42... 45
| | Yy
~ i !
|\jvv i
o] s ol O@OOO®
25 SAM 62... 65
jotbar
ZAII:/I 43, SAL 45, solderable
SAL 41 AM 42 ... 45
SAM 62 ... 65

0]0]6]0]6]0.
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Dioden

Diodes

Si-Gleichrichterdioden

Si-rectifier diodes

Typ Kenndcte.n' 8 — 25%C
characteristics
Ur GRR Gns len Te le TFR Ur Ir Rihje
Rinja”
Y v v A A A A % mA grd/W
SY 170/1 100 <8
SY 170/2 200 <6
15 25 39 100 <1 <1,2%
SY 1711 100 <8
SY 171/2 200 <6
SY 180/1 70 100 100
SY 180/2 140 200 200
SY 180/4 280 400 400
SY 180/6 420 600 600 <u1*
10 30 47 250 <1,3 <5
SY 180/8 560 800 800 <5,9%)
SY 180/10 700 1000 1000
SY 180/12 840 1200 1200
SY 180/14 980 1400 1400
SY 200 75 100 110
SY 201 100 130 150
SY 202 200 260 300
SY 203 300 390 450
SY 204 400 520 600
0,95 2 - 8 <1,2 <0,15 <100
SY 205 500 650 750
SY 206 600 780 900
SY 207 700 910 1050
SY 208 800 1040 1200
SY 210 1000 1300 1500
SY 250/0,5 50 90 90
SY 250/1 100 180 180
SY 250/2 200 360 360
SY 250/3 300 540 540
SY 250/4 400 720 720 - 250 470 2000 0,57 <7 <0,17
SY 250/5 500 900 900
SY 250/6 600 1100 1100
SY 250/8 800 1400 1400
SY 250/10 1000 1700 1700
SY 320/0,75 75 100 110
SY 320/1 100 130 150
SY 320/2 200 260 300
SY 320/3 300 390 450
SY 320/4 400 520 600 0,95%) <100%)
2 3,1 8 <1,2 <0,15
SY 320/5 500 650 750 0,85%) <115%)
SY 320/6 600 780 900
SY 320/7 700 910 1050
SY 320/8 800 1040 1200
SY 320/10 1000 1300 1500
1) bei R-Last 1) with resistive load

2) mit Kiihlkérper K 10
%) volle Lédnge

%) AnschluBdrdhte auf 10 mm gekiirzt

2) with heat sink K 10
%) with all length
4) wires shorted to 10 mm
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Dioden

Diodes

Si-Avelanche-Dioden
Si-avelanche diodes

T Kenndat bei
yp enAn a e‘n. ei Ba — 25°C
characteristics at
Ur GRR U(er) len E 13 TFR Prs IR Rehije
\Y \Y \Y A A W mA grd/W
SY 182/6A 420 600 —>800
SY 180/8A 560 800 ~>1100
SY 180/10A 700 1000 1400 10 30 47 250 6000 <5 11
SY 180/12A 840 1200 1600
SY 180/14A 980 1400 ~>1800
Si-Freifldchengleichrichter
Silicon free-area rectifiers
Schaltung Kenndaten  bei . Kihlplattenzahl ~ Mechan. Kenndaten
circuit characteristics at e = —40+1, 7 157C number of mechanical data
Uan IEN cooling plates
v A n
M 25 1 PlattengroBe:
50 2 plate size:
100 4 100 < 220 mm
30 150 6
60 Baulénge:
B 90 25 2 length:
120 a0 4 1 = (n—1) 17,3445 mm
100 8
150 12
Bolzenzahl: 2
DB 35 3 stud number: 2
70 6
140 12 Bolzendurchmesser: 8 mm
200 18 stud diameter: 8 mm
oo $ 398
> -t
Y ! ]
' =y (Em— Katode bei SY 170/1 | .
! SY 170/2 : &N
8 Anode bei SY 171/1 /
" SY 171/2
00
s | 3
SY 200...SY 210 -
Farbri
QESHg ~ 05 dick) ! St 250
8 colour "50?
n
- (Katode)S < [
ASY | \ I
e i | o)
; < | @ 41 max . g
31 min 0 f =
7 8
i 78 max = 0128
s = - 98 .
SY 320 SY 170 g
SY 171 5
43
T o - M}t‘od& J
N\ I
/ [~ S | \ P S
| 1w
Jl_ [ s I ] ‘
, } l o~
- 3z o % sy s : = vy
. 7 52 lsYi180A e 2 o e ]
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Dioden Diodes

Si-Z-Dioden
Si-Z diodes
Typ Kenndaten  bei
characteristics at fa = 25°C
P ot 1z Uz rz bei TKuz Ue bei Ur bei
at at at
|Z 'F IR
mW mA \'% 0 mA 107%/3rd \' mA v uA
SZX 18/1 0,65...0,85 <8 —26 ...—23
SZX 18/5,6 50 ...63 <65 da3 . b5 >1
SZX 18/6,8 60 ...7.5 <10 —1 .17 >2
SZX 18/8,2 73 ...92 <8 4o ..l >3,5
SZX 18/10 250 88 ...11,0 <17 5 +5 ...-+8 J0,85 5 >5 1
SZX 18/12 ' 107...134 <30 R R >7
SZX 18.15 13,0...16,5 <40 +7 ...+9 >10
SZX 18/18 160...200 <55 +8 ...+95 >10
SZX 18/22 19,6...24,4 <90 +8 ...+10 >12
SZX 19/5,1 48 ...54 <75 —5 ...43 >1
SZX 19/5,6 52 ...60 <60 Sy >1
SZX 19/6,2 58 ...66 <35 —2 ...+6 >1
SZX 19/6,8 250 64 ...72 <8 5 X <0,85 5 >2 1
SZX 19/7,5 70 ...79 <7 42 .47 >2
SZX 19/8,2 77 ...87 <7 SE O L, >35
SZX 19/9,1 85 ...96 <10 +4 ...48 >3,5
SZX 19/10 94 ...106 <15 45 ...+85 >5
SZX 19/11 10,4...11,6 <20 -+55...49 >5
SZX 19/12 11,4...12,8 <20 +6 ...+9 >7
SZX 19/13 125...14,0 <30 +7 ...49 >7
SZX 19/15 13,8...15,5 <35 +7 ...+95 >10
SZX 19/16 250 15,34+ : 12,0 <40 5 +8 ...495 <0,85 5 >10 1
SZX 19/18 16,8...19,0 <50 +8 ...+95 >10
SZX 19/20 18,8...21,0 <80 +8 ...410 >10
SZX 19/22 20,8...23,0 <80 +8 ...+10 >12
SZX 19/24 228...256 <80 +8 ...-+10 >12
SZX 21/1 200 073 0,83 <8 —18 ...—22
SZX 21/51 43 48 ...54 <60 —5 ...+3
SZX 21/5,6 40 52 ...60 <40 —2 ...+5 >1
SZX 21/6,2 250 37 58 ...6,6 <10 —1 ...-}6 >1
SZX 21/6,8 400 1) 34 64 .72 <8 5 40 ...+47 <1 50 >2 1
SZX 21/7,5 31 70 ...79 <7 +2 ...+7 >2
SZX 21/8,2 27 . Y § <7 +3 ...+7 >3,5
SZX 21/9,1 25 85 ...96 <10 +4 ...+8 >3,5
SZX 21/10 23 94 ...10,6 <15 +5 ...+8 >5
SZX 21/11 21 10,4...11,6 <20 +5 ...+8 >5
SZX 21/12 19 1,4...12,8 <20 +6 ...49 >7
SZX 21/13 17 12,6 ...14,0 <25 “+6,5...+9 >7
SZX 21/15 250 16 13,8...155 <30 +7 ...+9 >10
SZX 21/16 400 1) 14 15,3...17,0 <40 5 +7 ...4+9 <1 50 >10 1
SZX 21/18 12,5 16,8...19,0 <55 +7 ...+9 >10
SZX 21/20 11,5 18,8...21,0 <55 +7 ...49 >10
SZX 21/22 10,5 20,8...23,0 <55 +7 ...+9 >12
SZX 21/24 9 228...256 <80 +7.5...495 >12
1) . = 25°C




Dioden

Diodes

Si-Leistungs-Z-Dioden

Si-power-Z-diodes

Typ Kenndaten  bei
characteristics at #a = 25°C
Ptot Iz 122) Ie Uz rz bei TKuz Rehije
at Rthja*
Iz
W mA mA mA Y Q2 mA 10—4/grd  grd/W
SZ 600/0,75 1) 1000 3000 0,65...0,85 100 —
SZ 600/5,1 180 1450 4,8 .54 2 100 —1
SZ 600/5,6 165 1330 52 :.4:6,0 1 100 +-2
SZ 600/6,2 150 1210 58 ...6,6 1 100 +3
SZ 600/6,8 135 1100 6,4 7,2 1 100 +3
SZ 600/7,5 125 1010 70 ...79 1 100 +4
SZ 600/8,2 115 910 77 .87 1 100 +5
SZ 600/9,1 1 105 830 85 ...96 2 50 -+6 <8
SZ 600/10 8 ?) 95 750 100 9,4 ...10,6 2 50 +6 < 100*
SZ 600/11 85 690 10,4...11,6 4 50 +7
SZ 600/12 80 630 11,4...127 4 50 +7
SZ 600/13 70 570 12,4...14,1 5 50 +7
SZ 600/15 65 500 13,8...15,6 5 50 +7
SZ 600/16 60 470 153...17.1 6 25 +7
SZ 600/18 55 420 16,8...19,1 6 25 +7
SZ 600/20 50 380 18,8...21,2 6 25 -+-8
SZ 600/22 45 350 20,8...23,3 6 25 -+8
Si-Referenzelemente 1) in FluBrichtung gepolte Diode 2) 9. = 25 °C
. . 1) f d-biased diod
Si-reference diodes )| Forward=bitses, divch
Typ Kenndaten  bei o
characteristics at o = 25°C
Piot Uz rz Iz TKuz AUz bei Alz bei
at at
Fa A9
mW \" 2 mA 107%/grd mV "G A grd
SZY 20 <10 < 6,6 <32
SZY 21 100 84 + 04 <25 5 <5 3,3 0...75 <16 1
SZY 22 <2 <13,2 <6,4
SZY 23 <1 <6,6 <3,2
<250 75
»
Létbar. ) L <
solderable 008 o
, e o] DK
I8 ™ -
42 SY 72,5
<+
' Y ' oz T .
N fa
Farbring é l 06 | 28 é
colour ring - s a0 = Y
\v 1 & -
(Katode) / hoR L—-——{ o[ Ng A | 4
't H 4 Y ¥¥
@2 max Ik ‘ .
+ l l ®© '
L S ' M
(otbar_] l [
solderable = W Katods n 5 S
906 max, 25 Katode
SZX 18, SZX 19 SZX 21 SZ 600 SZY 20 ... 23
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Dioden Diodes

Si-Kapazitatsdioden
Si-capacitance variation® diodes

Typ Kenndaten  bei .
characteristics at da = 25°C
Ptot Ur Cj fa bei Ls IR bei Cc
at at
Ur Ur
mW Vv pF GH:z \ nH uA Vv pF
SAZ 12 300 18 1...5 >10 6 3,5 <10 18 0,4
SAZ 13 300 18 T5::5 >20 6 3,5 <10 18 0,4
Si-Varaktordioden
Si-varactor diodes
Typ Kenndaten  bei .
characteristics at Ja = 25°C
Pin GRR I¢ U(er) bei cj fa bei Ls ts bei Cec Rthije
at at at
IR Ur Ur
W v mA Vv A pF GHz \ nH ns \Y pF grd/W
SAZ 54 6 90 10 >90 100 4,0...8,0 >20 6 <2 >12 6 0,6 <10
SAZ 61 1,5 60 10 >60 10 05...1,0 >100 6 <1,5 >3 6 0,45 <100
SAZ 71 1 30 >30 10 0,3...05 >150 6 <1,5 0,45 <200
M5
B2 4z bW _ M 92,36
B 1
T % Katode Eﬁ ~
e~ o S
~F ~
651 _| S — ‘
e T > @6 max Pl
o3 3
g ] =
A N
. 267 *{& <267 | S Bl P
|  Aeramik | -
055 085 & ceramic 4 o) g
o | max
(9 . \ . N
< mit A N 3
z e Adapter- b 1 Q s Wiy
Farbpunkt (Katode kappe 824
/. 3 max|
ohne Adapterkappe with ey ®2,36
withou! adapter cap adapter cap
SAZ 12, SAZ 13 SAZ 54 SAZ 61, SAZ 71
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Thyristoren Thyristors

Si-Thyristoren
Si-thyristors

T Kenndat bei
L enndaten €' 9o = 25°C
characteristics at
Ur GRW URR GRS |—T Ir TTR Uer leT I Ur Ir tot tq Rinjc
Up GDW GDR GDS lo
\Y, \Y Vv \Y A A A mA mA mA V mA us us  grd/W
ST 103/1 100
ST 103/2 200 ‘ 4 )
ST 103/3 300 3 45 15 <3 <20 <20 <1.8%) <10 <100 <6
ST 103/4 . 400
ST 103/5 500
ST 103/6 600
ST 108/0,5 35 50 50
ST 108/1 70 100 100
ST 108/2 140 200 200 v
ST 108/3 210 300 300 6 10 50 <3 <100 <80 <2 <51 60 <3
ST 108/4 280 400 400
ST 108/5 350 500 500
ST 108/6 400 600 600
ST 1111 70 70 100 100
ST 111/2 140 140 200 200
ST 111/4 280 280 400 400
ST 111/6 420 420 600 600 13 25 145 <3 <100 <80 <23 L5 4 60 <1.3
ST 111/8 560 560 800 800
ST 111/10 700 700 1000 1000
ST 11112 840 840 1200 1200
ST 12171 70 70 100 100
ST 121/2 140 140 200 200
ST 121/4 280 280 400 400
ST 121/6 420 420 600 600 23 40 235 <3 <2100 <80 <29 <50 4 60 <1,0
ST 121/8 560 560 800 800
ST 121/10 700 700 1000 1000
ST 121/12 840 840 1200 1200
1) bei ORR hzw. GDR 1) at Urr or Ubr
3) beilr =10A ) atlr=10A
%) bei It = 60 A 3) atlr =60 A
™
*
.
Katode : =t
il 0, -
7 23'2 o, Steuer-. T ¢76lhax
il 3 anschiuB | —H
L Hiihl- Steueranschiuf gate
fahne | Fl Katode ~ gate S -
_cao/iuﬁf " _ .| §gld
itab BIE ' i SW17. R®
—t—\ Y a )| B \
a— S ° A
g— Ul <l, =
k . Anode—"| el
) node
@06 < 375
N 1
25
ST 103 ST 108 ST 11

ST 121
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Optoelektronik

Opto-electronics

Schnelle implantierte Si-Photodioden
Implanted high speed Si-photodiodes

Typ Grenzdaten bei . Informationsdaten bei X
max. ratings at Ba = 25°C electrical characteristics at #a = 25°C
Piot Ur IR Ir 1) Ir 2) Chot bei S bei p tr A
' at at
Ur 2
mwW \Y mA nA wA pF Vv A/W nm nm ns mm?
SP 101 10 25 1 <500 >15 <30 20 >0,15 500 820 10 3,6
>0,3 820
>0,25 900
SP 102 30 25 1 <10 >1,5 <4 20 ~>0,15 500 820 2 0,25
>0,3 820
>0,25 900
SP 103 10 25 1 <50 =5 <10 10 >0,15 400 900 12
>0,4 900
>0,1 1100
) bei E=0 Y at E=0
%) bei E = 1000 Ix und einer Farbtempe- %) at E == 1000 Ix and a colour temperature
ratur der Strahlungsquelle von 2850 K of the emission source of 2850 K
Si-Phototransistoren
Silicon phototransistors
Typ Kenndate.n ‘ bei Ba — 250C
charocteristics at
Piot Uce Ict) lc?) p tr tf bei Uce RL-
at
lc
mW \ nA mA nm us us mA Vv k&
SP 201 >>0,25
SP 201 A 1,2...33
SP 201 B 50 32 <100 2,7 4457 780 5 5 0,25 15 1
SP 201 C 47...8,4
SP 201 D >7
) bei E = 0 und Uce = 15 V ) at E = 0 and Uce = 15 V
2) bei E = 1000 Ix und Uce = 5V %) at E = 1000 Ix and Uce = 5 V
Optoelektronische Koppler
Opto-electronic couplers
Typ Grenzdaten bei Informationsdaten bei
max. ratings at Bo = 25°C electrical characteristics at » Ja = 25°C
Uo Ur I Ts Uce lc Rio Cio  bei Ue bei Ic) Ic?)  tend  tord
at at
Uio 'F
kV v mA  mA v mA T2 pF kV \Y mA  pA wA us us
MB 101 +5 2 50 100 —5...+15 3 1 0,35 1 <19 35 <05 >250 8,5 54
) bei I = 0 und Uce =5V  atlg = 0and Uce =5V
2) bei lf = 35 mA und Ucg = 5V 2) atlg = 35 mA and Uce = 5 V
3) bei Ic = 0,25 mA, Ucc = 15V, RL = 1 k® 3 at le = 0,25 mA, Uge = 15V, RL = 1 kR
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Optoelektronik Opto-electronics
Anode
(N
jSt
57
P47
]
o
Wy
Q “ =
“ |05 oo
Katode am cathode on Katode am cathode on
Gehduse  case Gehduse  case
SP 101, SP 103 SP 102
- B >
< 98 ty
Q_ E
] — _&_ -
R 1 o N
y = ——F
/
|| 06 T8 c 3
1|
L
2 15°
e
SP 201
Farbpunkt  colour point
Angae / Kollektor
] - JL / _ E— —
N : —1 ¢ e
Katode E \_ﬁ
L 3,5 B % 3 miceer
D 33 -
“, 1
MB 101
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Optoelektronik - Opto-electronics

GaAs-Infrarot-Lumineszenzdioden
GaAs-infrared-emitting diodes

Typ Grenzdaten bei . Informationsdaten bei .
max. ratings at fa = 25°C electrical characteristics at #a = 25°C
Piot Ur I TFR Ur bei Ip A2 le bei tr tr bei
URR at | at at
I¢ Ir IF
mW Vv mA mA \" mA nm nm uW/sr mA ns ns mA
VQ 110 A >200 50
VQ 110 B 75 2 50 100 <1,5 50 940 60 >800 50 <500 <500 100
VQ 110 C >1800 50
VQ 1351) 1002) 3* 200 320 <1,5 " 200 920 50 >50 200
') alle Angaben bei #. = 45°C 1) all data at 8. = 45°C
) Rehje in grd/W %) Rehje in grd/W
T Kenndat bei
s enneeen 9% g = sgee
characteristics at
Ur Ig Ur p A7 L ty Farbe
\" mA \" nm nm asb h colour
) . rot
VQA 12 4 20 <1,8 650...670 30 >1000 2 - 10% red
GaAsP-Lumineszenzanzeigetableaus
GaAsP-light-emitting displays
Typ Kenndaten  bei o
characteristics at Ja = 25°C
Pot I T Ue bei Ur bei Ip A2 L bei Anzeige- h Stellen- Ansteue-
at at at art zahl rung
Ie Ir Ie display number drive
mW  mA mA V mA Vv mA  nm  nm asb mA typ nm of digits
VQB 71 410 15 100 <4 10 >6 100 660 <40 1000 10 7 Segment 7 1 n
VQB 71/A3) <29 10
VQB 73 220 15 100 <4 10 >6 100 660 <40 1000 10 +,— % 7 1 n
1) je Segment - 1) any segment
2) Dezimalpunkt ?) decimal point
3) Ausfiihrung mit erh&hter %) typ with higher resistance
Schwing- und StoBfestigkeit to shock and to vibration
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Opto-electronics

Optoelektronik
o3
" ( 1.
. 3 LAist N
" TR s ARSI
\ / 087 n\¢ §
Ay Sty |
06 1 % &705 N
Anode\1 - AR
] Kontakt- Farbpunkt
Katode . L fldche (4) catafn point
05 T contact
Y —L- 25 area i
f—L—‘ Anode
vVQ 110 VQ 135
175 ,
22,5 e
240

Anode—]
Katode—

05; 03 dick]

2,5

VQAB 71/A V@B 73 VQA 12
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Selengleichrichter Selenium rectifiers

Plattensortiment fiir Selen-Freifldchengleichrichter
Assortment of disks for Selenium free-area rectifiers

Plattentype Elektr. Kennwerte Mechanische Kennwerte -
disk type electrical data mechanical data

Uan  lon?) lan?) ds ns Nmax de A

X-Type Y-Type

Vv A A mm St. St. mm cm?
16,6 < 16,6 0,13 0,081) 4 1 32 2,5 1,4
20 X 25 0,30 0,187 4 1 28 3,4 2,7
25/ * 33 0,50 — 5 1 28 55 4,9
25 > 33 — 0,307) 5 1 28 3,4 4,9
33 < 50 20 1,0 0,807) 5 1 24 55 11,6

25
50 < 50 30" 1,6 1,31 8 1 40 55 16,7
50 > 83 3,0 2,5") e 1 36 7 32,1
71 X 100 5,0 4,2 8 1 30 12 57,0
100 x 100 6,0 5,0 8 1 30 12 81,5
100 X 200 12,0 10,0 8 2 24 15 163
100 2 300 18,0 15,0 8 3 24 15 244
100 < 400 24,0 — 8 4 24 15 326
100 < 500 30,0 — 8 5 24 15 408
200 < 300 — 30,0 8 6 24 18 506
') Lieferung nach Vereinbarung ') available on agreement
2) E-Schaltung; fiir M- und B-Schal- 2) one way circuit; at 2-way

tung x 2, flir DB-Schaltung x 3 configurations x 2, at

3-phase bridge circuit x 3

Selenblockgleichrichter im Metallgehéuse
Selenium rectifier blocks in metal casing

Typ Kenndaten  bei . Gehduse-
characteristics at o = —40...+40°C abmessungen
case size
Uan [N
\ Am mm
B 250 C 90 250 90 10 > 15 » 32
B 250 C 135 250 135 12 X 17 x 37

Selenblockgleichrichter im Plastgehéuse fiir gedruckte Schaltungen
Selenium rectifier blocks in plastic casing for printed circuits

T Kenndaten  beij Gehg IR 1
n n ei ehduse- ..
" characteristics at 92 = —40...+40°C abmessungen " k | '
case size J l } 1
. I=
Uan len Sl 1
Vv mA mm r p ,{ [ _
E 500 C 15 500 15 10 X 10 x 23 .:Zf::,{:fiﬂ";;ﬂﬁ
E 625 C 15 625 15 10 X 10 X 23
M 500 C 30 500 30 10 X 10 X 23
M 625 C 30 625 30 10 X 10 X 23
V 250 C 15 250 15 10 X 10 X 23
V 300 C 15 300 15 10 X 10 x 23
B 250 C 30 250 30 10 X 10 x 23
B 300 C 30 300 30 10 % 10 % 23
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Selengleichrichter Selenium rectifiers

Selenkleinstgleichrichter fiir gedruckte Schaltungen
Sclenium subminiaiure rectifiers for printed circuits

Typ Kenndaten  bei B — —40...140°C Gehduse- )¢54_, - | 2

characteristics at abmessungen |

UanN N case size 1 l-* ;MT
\ mA mm ° ’
20 C 60 20 60 210 12 fa;
25 C 60 25 60 210 12 N
50 C 80 50 80 X 12 X 13 ‘
60 C 70 60 70 W12 %13 L 1y |

E C 4 E 20 E 60
25 60
b - 4 M 20 C 120
E C 7 M 25 C 120
E C 7 ‘ V 10 C 60
E 75 C70 75 70 7 X 12 X 13 04 | 41 vV 125 C 60
E 100 C 40 100 40 9 311 X 12 5 5
E 125 C 40 125 10 9 % 11 X 12 M E 50 C 80
7 fl. fil% E 60 C 70
M 20 C 120 20 120 4 310 X 12 = s E 75 C 70
M 25 C 120 25 120 4 3 10 % 12 ; V 30 C 70
M 60 C 140 60 140 7 X 12 % 13 7&3 ° \[\/4% EZ?‘O
M 75 C 140 75 140 7 3¢ 12 3 13 o M % & i
M 80 C 80 80 80 9 X 11 X 12 I B 20 C 200
M 100 C 80 100 80 9 X 11 X 12 = 7 B 25 C 200
4———»{
V 10 C 60 10 60 4 % 10 X 12 J T.i1
V 12,5C €0 12,5 60 4 X 10 X 12 QO T E 18‘; 838
vV 30 C70 30 70 7% 12 %X 13 oy i 85 €80
vV 37 C70 37 70 7 X 12 X 13 1 M 100 C 80
V 40 C 40 40 40 9 > 11 ¥ 12 IR I ° Y/ 40 g40
Vv 4 X 11 X 12 || 50 C 40
50 C 40 50 40 9 1% 1 ‘gﬁ B 35 € E
B 20 C 25 20 25 7 X7 X8 B 700 €60
B 25 C 25 25 25 77 8
B 20 C 200 20 200 7 X 12 X 13
B 25 C 200 25 200 7 X 12 X 13
B 40 C 80 40 80 9 11 3 12
B 50 C 80 50 80 9 211 ¥ 12
B 20 C25
B 25 C25
= o ¥ 6tbar Solderable
®Pylaritdtskennzeichmung
wolarity idertification
Selenklammergleichrichter
Bracket-shaped selenium rectifiers B 20...30 C
500/300
Typ Kenndaten  bei .. Gehduse-
characteristics at Bo == —40...+40°C abmessungen
Uan lan le 1) case size
\% mA mA mm
B 20 C 500/300 20 300 500 6 > 17 % 20 B 50.. .30 C
B 25 C 500/300 25 300 500 6 > 17 3 20 750/500
B 30 C 500/300 30 300 500 6 % 17 % 20 b = 20
B 20 C 750/500 20 500 750 6 X 20 3 29
B 25 C 750/500 25 500 750 6 X 20 > 29
B 30 C 750/500 30 500 750 6 3 20 3 29

) mit Kithlblech 200 cm?, 2 mm Al
with cooling surface 200 cm?, 2 mm Al
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Selengleichrichter Selenium rectifiers

Selenstabgleichrichter im HP-Rohr
Rod-type selenium rectifiers in HP tube

Typ Kenndaten  bei

characteristics at o = —40...+40°C
Uan len
V mA
E125 C3 12,5 3
E25 C3 25 3
E 375 C3 37,5 3
in gleicher Stufung bis
in constant intervals to
E 1500 C 3 1500 3
E125 C5 12,5 5
E25 C5 25 5
E 37,5 €5 37,5 5
in gleicher Stufung bis
in constant intervals to
E 1500 C 5 1500 5
E 125 C 10 12,5 10
E25 C10 25 10 n==6:1=10
E 375 C 10 37,5 10 n>6:1=04n + 7,6
in gleicher Stufung bis n = Anzahl der Platten
in constant intervals to n = number of disks
E 500 C 10 500 10 n = Uan : 125V
Selenhochspannungsstabgleichrichter im Keramikrohr
High-voltage rod-type selenium rectifiers in ceramic tube
Typ Kenndaten  bei .
characteristics at #a = —40...450°C
Uan Urs leN TFR |
\ kV mA mA mm
E 2250 C 2,5 2250 9 2,5 200 50
E 3000 C 2 3000 10,7 2 150 60
E 3750 C 2 3750 14 2 150 70
E 4500 C 1,7 4500 17,5 1,7 100 85
E 6000 C 1,5 6000 22,6 1,5 100 110 ¢76
A
Selenhochspannungsgleichrichter TS zur Gleichrichtung des Zeilen- . i
impulses in Fernsehempfdngern 065 ||
High-voltage selenium rectifiers TS for the rectification of the line pulse ] !
in television sets Keramik- , -
rohr~~! S
T —— bei ceramic l &
yp enndaten ei & N tube !
characteristics at o = —A0...,440°C
Ur URR Urs lN lFr |
kV kV kV mA mA mm
x
g
TS 6,5 6,5 7.8 9,5 50 [,?;bag\ S}
TS 9 9 10,8 13 60 aLnar
’ soldera
TS 11 11 13,2 16 70 e
TS 13,5 13,5 16,0 18,5 0,3 075 85
TS 18 18 21,6 24,5 110
TS 20 20 24,0 26 120
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Selengleichrichter Selenium rectifiers

Selenhochspannungsstabgleichrichter im Kunststoffrahmen
High-voltage rod-type selenium rectifiers in plastics frame

Typ Kenndaten bei 9. — o Gehduse-
charoclefisfics ot 0F T AR Tl abmessungen
case size
Uan Urr loN
\" \Y mA mm
E 3500 C 15 3500 14600 15 1518153
| 753 -
750 . "7

17
(eN

) 2

.
o O @ Ojc©]-
Selendioden
Selenium diodes
Typ Kenndaten  bei ) Gehduse-
characteristics at th = <A .~ abmessungen
case size
UrmM lan rr bei re bei R
at at
Ur le
Y mA ML % ke uA mm mm
D1 12 2 >10 5 12 ; wie 25 30 5 7X7x8
D8 120 2 >16 80 <44 100 19 7X7xX8
D 16 120-2 2 >16-2 80-2 <44-2 100 545 7 X7 %12
D 18 270 2 >36 180 <120 100 10 7X7x12
Jid 1

: ’ M

+§‘g * 4 | | *

&~ o~
/R N/
T T e|  xlotar 8 .

solderable L
D 16, D 18 D1,Ds

T
17
17

43




Selengleichrichter

Selenium rectifiers

Selenstabilisatoren
Selenium stabilizers

Typ Kenn- Kenndaten bei . . Gehdause-
zeichnung characteristics at Ba = —40...440°C abmessungen
identi- Ur le R case size
fication \Y mA mm mm

0,5 St 1 S 0,5...06

1,0 St 1 S 2 10,0002 o

1,5 St 1 S 3 1.5...1.8 0,5...20 5,0 7<7Xx8

2,0 St 1 S 4 20...24

2,5 .5t 1 S5 2,5...3,0

3,0 St 1 S6 30...36 05 20 N

3,5 St 1 S7 35...42 P s k P

4,0 St 1 S8 40...48

0,5 St 10 151 05...06

1,0 St 10 152 1,0...1,2 o

1,5 St 10 153 1,5...18 20...20 - GXR1IXT2

2,0 St 10 1S4 20...2,4

2,5 St 10 1S5 2,5...30

3,0 St 10 156 30...36 20...20 - 631112

3,5 St 10 157 3,5...4.2

! ! ! 20...20 — 9xX11x12

4,0 St 10 158 40...48 AR

Selenamplitudenbegrenzer

Selenium amplitude limiter

Typ KG 70

Pegel der Eingangsspannung

bezogen auf 0,775 V

input voltage pegel

related for 0,775 V Np: —2 —1 0 -+1 +2 +3

Einfigungsdédmpfung

bei 800 Hz

insertion attenuation

at 800 Hz Np: <0,05 <0,05 <03 >05 >11 >17

-

8 7

» Lotbar
soldarable

05St1...405St1

e

2

n

0,5 ...305St10:
a=26, b=25

35...40S5t10 :
a=9 b=5

s

2

1l
* (dthar
solderable

KG 70
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Notizen

1-6-1 NT Ffo. 2498—776 Ag 27/099/76
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Herausgegeben vom Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)
Werbung und Messen

RedaktionsschluB: 30.11. 1975

Aus der in diesem Heft gegebenen Ubersicht iiber unser Fertigungsprogramm
kénnen keine Verbindlichkeiten zur Lieferung abgeleitet werden.

111-18-46 AG 27-099-76
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